
Основное отличие дифракционных зависимостей по сравнению со струк-
турой без заполнения состоит в том, что с увеличением относительной диэлек-
трической или магнитной проницаемости за счет укорочения длины волны
происходит смещение точек зеркального резонанса в длинноволновую об-
ласть. Последнее, в свою очередь, приводит к смещению всей дифракционной
картины рассеянного поля также в длинноволновую область. При этом частот-
ные зависимости зеркально резонирующих гармоник сужаются (становятся
более резонансными), что приводит к увеличению энергии нулевой гармоники
в области частотного параметра T, находящегося между точками зеркального
резонанса. Дальнейшее увеличение относительной диэлектрической прони-
цаемости (K1 > 2) приводит к тому, что частотные зависимости энергий зер-
кально резонирующих гармоник становятся более резонансными и осцилли-
рующими. Кроме того, наблюдается рост энергии нулевой гармоники. Это
объясняется увеличением отражения от передней границы диэлектрического
слоя и ослаблением трансформации энергии в высшие типы гармоник над
структурой. Последнее приводит к уменьшению рабочей полосы частот, в ко-
торой коэффициент отражения по мощности не превышает 0,1.

В ряде практических приложений, например, при синтезе структур с тре-
буемыми радиолокационными характеристиками, требуется, чтобы плоская
поверхность или поверхность при больших по сравнению с длиной волны ра-
диусах кривизны обладала незеркальными отражающими свойствами на ис-
точник зондирующего сигнала при углах падения первичной волны, отличных
от нормального. Для этой цели могут быть использованы покрытия с дифрак-
ционной решеткой, обладающей углами наклона лент 0 < U < 45V. В этом слу-
чае, вводя потери в магнитодиэлектрик, можно в широком диапазоне длин
волн и углов облучения варьировать уровень обратного отражения электро-
магнитной энергии (до 90%) в заданных направлениях и тем самым синтезиро-
вать структуры с требуемыми радиолокационными характеристиками.
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АДАПТИВНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ АНТЕНН ДИАПАЗОНА ДКМВ

Рассмотрено антенное согласующее устройство в виде отрезка линии передачи (для диапа-
зона ДКМВ — линия задержки, составленная из звеньев фильтра нижних частот), к которо-
му подключаются или отключаются дополнительные емкости в зависимости от фазы коэф-
фициента отражения в данном сечении.

Антенное согласующее устройство (АСУ) обеспечивает приведение ком-
плексного входного импеданса антенной системы к активному сопротивле-
нию фидера (как правило, 50 Ом). Основными требованиями, предъявляемы-
ми к согласующим устройствам для антенн диапазона ДКМВ, являются: высо-
кая точность согласования параметров антенны (величина коэффициента
бегущей волны КБВ в фидере после окончания настройки не менее 0,75) во
всем рабочем диапазоне частот 2...30 МГц; быстрая (не более 0,2 с) перестрой-
ка с одной частоты на другую; малые масса и габариты.

Из существующих типов согласующих устройств приведенным характе-
ристикам соответствуют АСУ с использованием дискретных элементов на-
стройки, но они отличаются сложным алгоритмом настройки на частоту сиг-
нала, требующим применения специального устройства управления. Рассмат-
риваемый тип согласующего устройства лишен этого недостатка.

Антенное согласующее устройство распределенного типа (АСУРТ) со-
стоит из отрезка линии задержки, составленной из звеньев ФНЧ [1, 2], к кото-
рому подключаются или отключаются дополнительные параллельные реак-
тивности. Подключение дополнительных реактивностей производится по сле-
дующему алгоритму:

— если напряжения в соседних сечениях U(i) и U(i –1) отличаются друг от
друга меньше, чем на некоторую величину g, определяемую зоной нечувстви-
тельности компаратора, то емкость C(i) не изменяет своей величины;

— если U(i) > U(i – 1) + g, то емкость C(i) увеличивается на �С;
— если U(i) < U(i – 1) – g, то емкость C(i) уменьшается на �С.
Такой алгоритм позволяет получить время согласования, равное времени

прохождения сигнала вдоль длинной линии, при условии мгновенного сраба-
тывания электронных ключей, изменяющих величины емкостей C(i). В нашем
случае время прохождения сигнала меньше времени срабатывания электрон-
ных ключей (реле), поэтому время согласования (настройки) будет равно вре-
мени срабатывания всех ключей (реле).

Обратимся к конкретному примеру. Необходимо согласовать щелевую
антенну с 50-омным фидером в диапазоне частот 2...30 МГц с КБВ не менее
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Пусть на резистивную решетку типа «жалюзи» с периодом l наклонно под
углом � падает плоская волна с
единственной отличной от нуля
компонентой вектора напряжен-
ности поля, параллельной реб-
рам решетки. Решетка располо-
жена в слое магнитодиэлектрика
с параметрами K = K1, � = �1, над
этим слоем находится плоско-
слоистая магнитодиэлектриче-
ская структура общей толщиной
h1 (рис. 1). Требуется найти рас-
сеянное поле.

Известно [2], что бесконеч-
ная в общем случае матрица
комплексных амплитуд рассеян-
ного решеткой поля U может

быть заменена конечномерной и записана следующим образом:
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где an,s — амплитуды пространственных гармоник, а матричные элементы Rn
ikl

и Tn
ikl имеют смысл коэффициентов отражения и прохождения для n-й про-
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Рис. 1
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